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= Para aprobar deben sumarse 6 puntos.

= (Cada pregunta otorga una cantidad de puntos especificada entre corchetes sobre el margen izquierdo.
= Si la pregunta es respondida correctamente suma el puntaje especificado.

= Si la pregunta tiene opciones y es respondida incorrectamente resta el puntaje especificado.

= Si la pregunta no es respondida no se asignan puntos.

Calular la diferencia de potencial ¢pp = ¢(L) — ¢(0) [mV] entre los extremos de un bloque de
silicio de 3mm de largo que inicialmente fue dopado homogéneamente con una concentracién de
dtomos donores 2 x 102 at/cm3, y luego se realizé un segundo dopaje que sigue la ley: Na(z) =
(10" + 2 - 10®¥m~!) at/cm? con z en metros.

Calcular la densidad superficial de carga en el gate (Qf; [nC/cm?]) de una juntura MOS cuando
se aplica una tensiéon Vg = 1 V. El gate es de polysilicio tipo N y el sustrato esta dopado con
Ny =10%at/cm3, C!, = 1,37 x 1077 F/em?, v = 0,42 VY5 Vi = 0,166 V.

El cdtodo de un diodo se conecta a tierra, y el dnodo se conecta través de una resistencia
R = 1000 al terminal positivo de una fuente de tensién de +1V. El diodo es un diodo ideal
de silicio PYN con pardmetros ¢p = 655mV, I, = 4,23pA, A = 1 mm?, CJ’.O = 3,55nF/cm? y
77 = 0,89 us. Hallar todos los pardmetros del modelo de pequeina sefial (74;Cq;f;C;).

Vbp

M
Para el circuito de la figura, obtener Vg1 [V] v Vour [V]. Considerar: 0
Vpp =5V, Irpp = 200 pA, pin C, = 118 uA/V?, Vp = 0,77V, (W/L)1 = ° Vour
4, (W/L)y =8, pp C = =76 uA/V2, Vip = —0,91V, (W/L)3 =8, \; = 0. M 7 M

Repetir el ejercicio 3, pero invirtiendo la polaridad de la fuente.

Para el circuito de la figura calcule la tensién Vy que debe aplicarse en el
Gate del JFET para obtener V, = 4V. Datos: Ry = 25092, Ry = 500¢2,
Voup =5V, Vp=—1,5V, Ipss = 16 mA, A = 0. R

Vsup

Realizar el Layout (juego de méscaras) para la fabricacién de un transistor
P-MOS en un proceso de fabricacién CMOS de sustrato tipo P y el corte
lateral del mismo. Indicar el nombre de las mascaras y en el corte lateral Ry
cada una de sus partes y terminales.

En un proceso de fabricacion CMOS de sustrato tipo P, jcudl es el orden adecuado en el que se
aplican las méascaras de fabricacién para obtener un PMOSFET?

Se tiene un amplificador source comun polarizado con un divisor resistivo compuesto por una
resistencia de 300kS2 entre Vpp vy Gate y otra de 200kS2 entre GND y Gate con Vpp = 5V. La
fuente de senal a la entrada posee una resistencia serie de R; = 1002 y se conecta al nodo de
Gate a través de un capacitor de desacople. Los datos del MOSFET son: p,, C’, = 118 uA/V?2,
Vr=0,77V,A=0VL, W =40 um y L = 4 um. Siendo Rp = 3, 3k(2, se desea conocer maxima,
tensién de sefial (v4(pr4x) [MV]) que puede aplicarse sin que se observe distorsién.

Considerando el amplificador del punto anterior pero ahora con Rp = 2,5k{2 ;Cudl es en este
caso la méaxima tensién de senal (vg(pr4 X) [mV]) que puede aplicarse sin que se observe distorsién?
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Disenar un amplificador emisor comin que consuma la menor potencia posible. El mismo debe
amplificar una senial que se puede representar con una fuente ideal v = 20mV con una resistencia
en serie Ry = 2,2k(). La tension de reposo de la salida debe ser Vopg) = 1,4V. El transistor
disponible es un TBJ NPN con 5 = 300 y V4 — oo. Considere que para la polarizacion se dispone
de una fuente de tensién Voo = 3V y las resistencias que sean necesarias. Las senales de entrada
y salida se desacoplan con capacitores. Hallar el valor de la sefial de salida (vout = vee [MV]).
Asumir Vi, =26 mV.

Un amplificador emisor comun estd polarizado con una unica resistencia de base (Rp) y una
unica resistencia de colector (R¢) y tiene a la entrada una senal que se puede representar con
una fuente ideal vs y una resistencia serie Rg. Si se observa que la senal de salida distorsiona por
alinealidad, ;cémo puedo solucionarlo desde el diseno?

En el circuito de la figura donde 77 y 75 son dos tiristores idénticos cuya senal de control es vy,
un tren de pulsos de amplitud y ancho de pulsos suficientes como para generar un disparo, y con
periodo T}, = 10ms, D; y Dy son dos diodos de potencia idénticos, Ry, = 109, y la sefial vy(t)
se muestra en la figura con periodo Ty = 20ms y Voo = 40V. La senal v, estd desfasada a (ms)
respecto del cruce con cero de vg(t). Considerando que los SCRs y los diodos presentan una caida
de tensién Vi = 2V cuando se encuentran en conduccién, se pide hallar a para que la potencia
media en la resistencia sea 100 W y la potencia que disipa 77 en esa condicién (« [ms], Pr1 [W]).
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[ pt.] 14) Dela hoja de datos de un dispositivo se obtienen los siguientes datos: T)j max = 125°C, Ppsx(Q T, =

25°C) = 1 Wy Ppsx(Q T, = 25°C) = 8 W. Hallar el modelo térmico: Rjc [°C/W]y Rca [°C/W].
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